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【はじめに】我々は多重積層量子ドット構造

(QD)[1]を用いた半導体光増幅器(SOA)とポリマー

リング共振器を集積させた光論理ゲート素子[2]の

提案を行ってきた。また全半導体による集積性向上

の点から、QD に Ar を用いた ICP-RIEによる欠陥

導入とその後の熱処理により組成混合(QDI)を行う

ことで受動導波路化し[3]、それを用いたリング共振

器の検討を進めてきた[4]。しかし同時に基板を削る

ことになるため、QD-SOAと導波路領域の接続点で

大きな段差が発生し、リソグラフィーや電極作成が

困難になる問題があった。そこで今回、段差発生が

回避できる方法として、イオン注入により点欠陥を

導入した QDI作製法を検討したので報告する。 

【実験手法】実験に用いた InAs/InAlGaAs多重積層

QDウエハは、QD層数 30層（厚さ 600nm）、InAlGaAs

上部クラッド層厚は 2.0mである。まず QD基板に

イオン注入(Pまたは Ar)を行い、同時に欠陥を与え

る。この後、表面保護のためスパッタにより 80nm

程度の SiO2 の成膜を行い、アニール炉を用いて基

板をN2雰囲気中 600 - 700 ℃で短時間、熱処理した。 

【実験結果】 打ち込みイオンを Ar、加速電圧を

120keV、ドーズ量を 213 cm/101 とした時の QDI 前

後の PL発光波長ピークのシフト量のアニール保持

時間に対する関係を Fig.1 に、温度に対する関係を

Fig.2に示す。従来の ICP-RIEによる方法の約 150nm

よりも波長シフト量は小さいが、条件を適切にする

ことで同程度の値が期待され、QDIのエッチングに

よる大きな段差形成が無い QDI 導波路が得られる

ことが分かった。 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 アニール保持時間に対するシフト量の関係 

 

 

 

 

 

Fig.2 温度に対するシフト量の関係 
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